Verwendung: Langsamer Germanium-pnp-
Schalttransistor mit hoher Basis-Emitter-
Spannungsfestigkeit, geeignet fiir den Ein-
satz in Rechenmaschinen

Abmessungen: Bauform A 3/25b,
TGL 11 811

Masse ~ 0,8 g

Zuléissige Hochstwerte

fir #ta = 45°C
-Ucso = 30V -lc = 100 mA?)
-Ueso = 10V =sic = 150 mA
Ucer = 20V} le = 100 mA
beiRBE= 1 k(! # = 80°C
fa = 65°C% grd
‘ Rin 5 _W
Kennwerte fir #a = 25°C =5 grd Wirmewiderstand grd
Rini = 50 W
Min Typ Max MeBbedingungen
Reststrome
Iceo - | 15 uA -Uce = 15 V und f#fa = 25°C
Iceo | 80 ptA') -Uce = 15 V und #a = 45 oC
Iceo | 800 uA‘) -Uce == 15 V und #a = 75°C
Restspannung
-UcErest | 05 V Jc = 100 mA, -Ucs = 0
RauschmaB
F 25 dB Uce =1V, -lc=1mA, f=1 kHz
Adf=1kHz, Rg = 500 Q

Gleichstromverstdrkung
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Uce =05V, -lc = 10 mA

Bestellbeispiel fiir einen Transistor

Bemerkungen:

N

Beim Umschalten des Transistors aus
dem .Ein"-Zustond (max. Verlustleistung
ffc = 150 mA) in den Sperrzustand
(-Ucer = 20 V, Ree = 1 kOhm) darf

Transistor GS 122

die Widerstandsgerade zwischen den
beiden Schaltzustdnden nicht die Sperr-
kennlinie des Transistors im negativen

Widerstandsbereich schneiden.



?) Maximal zuléssige Integrationszeit (TGL

200-8161, Blatt 2, Abschnitt 6.2) tay
= 20 ms.
%) Maximale Lagerungstemperatur und

maximale Umgebungstemperatur im Be-

triebsfall unter Berlicksichtigung der zu-
lassigen Verlustleistung.

%) Mindestens 95 %, aller Bauelemente lie-
gen unterhalb des angegebenen Grens-
wertes.
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Etrigger
AusmeBschaltung: Stérsignal:
=18V, fstar =1 kHz, tLo =
An Etrigger werden Nutz- und Stérsignal Vet o £u 0 S50 N
und die Funktionsweise der Transistor Tr:

angelegt
Schaltung gepriift. Bei Anliegen des Nutz-
signals an  Etrigger muB der BMV (bista-
biler Multivibrator) sicher triggern, bei An-
liegen des Stérsignals an Etrigger darf
der BMV weder triggern noch ous seiner
stabilen Lage in die andere kippen.

Nutzsignal:
Utrigger=6,2V, firigger =25 kHz. tLO = 3[1-5

GS 122 wird fiir Nutz- und Stérsignal um-
geschaltet

Nutzsignal: B = 256 v, = B ps
Storsignal: B = 80 r, = 4 pus

B wird gemessen bei

-le = 10 mA, -Uce = 05 V

T, wird gemessen bei
-lec = 100 mA, -Uce = 0,5 V
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Kollektor-Reststrom
als Funktion
der Kollektorspannung

-lecso = f (-Ucs, %))
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Kollektor-Reststrom Kollektor-Reststrom
als Funktion als Funktion
der Sperrschichttemperatur  der Sperrschichttemperatur
-iceo = f (&) -lceo = f (#)
Ucg = 15V -Uce = 6 V
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Emitter-Reststrom als Funktion der Sperr-

schichttemperatur
-leeo = f (%)
U = 10 V
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Kollektor-Reststrom als Funktion der Sperr-

schichttemperatur
-lcer = T (&)
UcCEr = 20 V
Reg = 1 kQ
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Kollektor-Restspannung als Funktion des Kollektorstromes
-UcErest = f (-l¢, #a)
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Kollektor-Sdttigungs-Spannung als Funktion der Sperrschichitemperatur

-UcEsat = T (&, -Ic)
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Basis-Sdttigungs-Spannung als Funktion vom Kollektorstrom
-Usesat = f (-lc, #a)
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